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【はじめに】銅に代わる次世代の配線材料として、多層グラフェン(MLG)が期待され、金属触媒

からの固相析出による絶縁基板上への直接MLG形成が報告されている[1]。従来の固相析出法で

は、表面側にも MLG 層が析出し、触媒層と絶縁膜の界面に優先的に MLG を形成するためには

工夫が必要である。そこで我々は、Cを含む Co (Co-C)触媒上にキャップ層として Cuを積層し、

表面側への析出抑制と、触媒層と絶縁膜界面への均一な MLG 膜の形成を検討した。 

【実験方法】Cu の膜厚による表面への C 析出抑制効果、及び MLG 膜の均一性の変化を調べる

ために、SiO2基板上にスパッタで Cu (10, 50, 100 nm) / Co-C (100 nm)をそれぞれ成膜した。Co-C

中の C 濃度は 7 at.%である。また、MLG 析出量増加のために、C 濃度を 20 at.%にした Cu (50 nm) 

/ Co-C (100 nm)のサンプルも作成した。これらを 5.0×10-3 Paの真空下で 800℃, 30分のアニール

を行った。比較のため、Cuを積層しない Co-C (100 nm)サンプルもそれぞれ準備した。アニール

後、SEM により金属をエッチングしていないサンプルの表面を観察し、表面側の析出抑制効果

を調べた。また、金属をエッチング後、SiO2上に析出した MLG 膜の均一性を評価した。 

【実験結果】C 濃度が 20 at.%の Co-C 及び Cu (50nm) / Co-C サンプルにおける、エッチング前の

SEM 像を図 1 に、エッチング後の SEM 像を図 2 に示す。図 1 に示す様に、Cu / Co-C サンプル

では、金属表面へのMLG 析出抑制効果が見られた。また、図 2に示す様に、Cu / Co-C サンプル

は、Co-C サンプルに比べ、均一なMLG 膜の析出が見られた。このことから Cu / Co-C 構造によ

り、同じ Co膜厚において、金属表面側への C 析出を抑制し、SiO2上に選択的に均一な MLG 膜

を形成できると期待される。 

本研究の一部は、経済産業省と NEDOの「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」に係わる業

務委託として実施した。また本発表は、SITグリーンイノベーション研究センターの補助により実施した。 
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図 1. エッチング前の金属表面の SEM像 
 (C濃度: 20 at.%) (a) Co-C (100 nm) 

 (b) Cu (50 nm) / Co-C (100 nm) 
 

 

 

図 2. エッチング後の MLG の SEM 像 
(C濃度: 20 at.%) (a) Co-C (100 nm) 

 (b) Cu (50 nm) / Co-C (100 nm) 
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